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研究成果の概要（和文）：　本研究では分子の有する多彩な機能（ナノスケールでのサイズ均一性、光応答性、スピン
機能）を量子ドットとしてトンネル２重接合素子の中に組み込むことにより無機材料では実現できない新しい機能を持
ったスピンメモリを開発することを目的としている。原子層堆積法によって絶縁特性に優れた平坦なアルミニウム酸化
膜を強磁性電極上に形成し、様々な分子を量子ドットとして集積化したトンネル２重接合を形成することに成功した。
特にC60を量子ドットに用いた試料において分子軌道を介した共鳴トンネル電流を観測することに成功し、強磁性電極
から注入されるキャリアを分子軌道によって制御できることを明らかにした。

研究成果の概要（英文）：　We have proposed multi-functional spin memories, where organic molecules are 
employed as quantum dots in double tunnel junctions on ferromagnetic electrodes. Organic molecules have 
many advantages as quantum dots, e.g. size uniformity on nanometer scale, photo-responsivity and spin 
manipulation. If molecules works as quantum dots, we will realize novel spin memories with new functions 
which is not realized in inorganic quantum dots. In this study, an atomic layer deposition technique made 
it possible to form Al2O3 thin films with smooth surface on ferromagnetic electrodes and the films showed 
excellent insulating properties, which enabled the formation of double tunnel junctions with molecular 
dots. Furthermore, in the sample with C60 molecules, we observed resonant tunneling through molecular 
orbitals in the current-voltage measurement. The result shows that the tunneling current injected from 
ferromagnetic electrodes can be manipulated by energy levels of embedded molecular dots.

研究分野： 有機エレクトロニクス

キーワード： 分子　スピン　多機能メモリ　異種分子　光機能
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で提案している分子ドット多機能スピンメ
モリの実現に繋がると期待できる。 
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